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Introdução 
    A detecção condutométrica sem contato (C4D) 
tem se mostrado uma ferramenta útil para 
determinações analíticas em microfluídica, especi-
almente graças a características intrínsecas a 
técnica como: isolamento elétrico dos eletrodos e 
instrumentação simples [1]. Neste ínterim, novas 
metodologias devem ser implementadas de modo a 
reduzir os limites de detectabilidade da C4D. Dentre 
as alternativas já propostas para essa finalidade, 
temos: sinais de excitação de alta voltagem [2], 
eletrodos semicirculares [3] e detecção condutomé-
trica híbrida [4]. Este trabalho descreve uma nova 
técnica para aumento da sensibilidade em C4D em 
microchips híbridos vidro/PDMS, a qual consiste em 
dopar a camada isolante dos eletrodos (PDMS) com 
material semicondutor (TiO2). Pretende-se, assim, 
elevar a constante dielétrica do polímero favorecen-
do o acoplamento capacitivo eletrodo/solução.  

Metodologia, Resultados e Discussão 
    Chip C4D. O dispositivo é mostrado na Figura 1. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
Figura 1. Microdispositivo vidro/PDMS com C4D. 
 
    Microfabricação. As etapas primárias inerentes ao 
protocolo de fabricação dos microssistemas são: (i) 
deposição dos eletrodos (Ti/Au) por sputtering sobre 
placa de vidro (7,5 cm x 7,5 cm); (ii) adição e 
homogeneização de TiO2 em monômeros de PDMS 
(PDMSTiO2); (iii) isolamento elétrico dos eletrodos 
por uma membrana de PDMSTiO2 (50 µm de 
espessura) depositada por spinner; seguido da cura 
do polímero; (iv) confecção dos microcanais (50 µm 
x 250 µm) em lâmina de PDMS utilizando-se 

processo de moldagem por litografia suave, e (v) 
selagem irreversível vidro,PDMSTiO2/PDMS, obtida 
mediante simples contato entre as placas após 
oxidação dessas em plasma de O2. 
    Percentuais de Dopagem. Até o momento, foram 
investigados dois percentuais de dopagem de 
PDMSTiO2, a saber: 0,2 e 1 %, os quais tiveram suas 
performances analíticas comparadas com a de uma 
camada dielétrica de PDMS sem dopagem. 
    Níveis de Detectabilidade. Como uma estimativa 
da sensibilidade dos detectores condutométricos, 
foram calculados os limites de detecção (LOD) e 
quantificação (LOQ) segundo parâmetros da curva 
analítica a 95,0, 99,0 e 99,9% de confiança [5]. Para 
tal, foram feitas sete medidas em fluxo para cada 
um dos níveis de concentração de LiClO4: 1,0; 2,5; 
4,0 e 5,5 mmol.L-1. Adotamos as condições 
experimentais seguintes: 400 kHz, 2,5 VP-P e 100 
µL.min-1 de vazão para amostra e branco (água 
deionizada). Os valores de LOD, obtidos para 
99,9% de confiança, são apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Valores de LOD para 99,9 % de confiança 

 

Conclusões 
    Os resultados atestaram o sucesso da dopagem 
da camada dielétrica como uma nova alternativa 
para redução dos níveis de detectabilidade da C4D 
em microchips. Adicionalmente, outros percentuais 
de dopagem e materiais condutores e semiconduto-
res podem ser estudados objetivando a melhoria do 
método proposto. 
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